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はじめに： カーボンナノウォール（CNWs）は、基板表面に対して垂直に成長した多層グラフェ

ンシートで構成され 1, 2)、化学的安定性、電気伝導性、溶液中でも凝集しない堅牢性などの特徴を

有する 3)。これまでに、センサをはじめとした多様なデバイスへの応用にむけて、CNWsの迷路状

の構造を配列構造に制御する取り組みが行われており、基板表面に形成されるシースの働きによ

り、これが実現可能と報告されている。しかしながらその成長メカニズムは十分明らかになって

いない。本研究では、傾斜ステージに RF ステージバイアスを印加することによってシースの形

状を変化させ、CNWsの配向構造に与える影響を調べた。 

実験内容： ラジカル注入型プラズマ励起化学気相堆積 (RI-PECVD) 装置と傾斜角度 45°〜90°の

傾斜ステージを用いて、全圧 1 Paにおいて、Si基板上に基板温度 650℃で CNWsを成長させた。

またガス種には CH4と H2を用いた。さらにこの時、0〜12Wの RFステージバイアスも印加した。 

結果と考察：Fig. 1(a)および 1(b)は、傾斜角度 75°のステージ上で、6 Wの RFステージバイアスを

印加した場合と印加しなかった場合に、それぞれ基板上端から 10および 0 mmの位置で観察され

た CNWsの走査型電子顕微鏡像である。Fig. 1. (a)より、RFバイアス印加によって基板下端部に横

向き配向の CNWsが成長していることがわかる。一方、RFバイアスを印加しない場合では、基板

上端部に縦向き配向の CNWs成長している。いずれの配向性も、ステージ角度の増大に伴って顕

著になった。これらの結果は、ステージ角度と RF ステージバイアスの変化に依存したシース形

状の変化によって、CNWs の配向性が変化することを示唆している。発表では、成膜速度や壁密

度の変化なども交え、配向 CNWsの成長機構について体系的に議論する。 

 

 

Fig. 1. SEM images of CNWs grown at stage tilt angle of 75° 

(a) with and (b) without RF stage bias of 6 W, respectively. 
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